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4K x 1 statischer RAMKR537RUÜ2A : 60 

Hersteilerland: UdSSR 

Übersetzung, bearb. 

Der integrierte Schaltkreis KR 537 RU 2 A ist ein statischer Schreib-Lese-Speicher (RAM) mit 

wahlfreien Zugriff in der Organisation 4096 x 1 bit. 

Er wird in CMOS-Technologie hergestellt und befindet aich in einem 18poligen DIL-Gehäuse, 

Der Schaltkreis ist für den Einsatz in Datenverarbeitungsanlagen bestimmt. 
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Bild 1: Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen 



Bezeichnung der Anschlüsse: 

1A3 —Zeilenadreßeingang 
2 A4 Zeilenadreßeingang 

3 4A5 Zeilenadreßeingang 

4 4A6 _ Spaltenadreßeingang 
5 A7 Spaltenadreßeingang 

6 48 Spaltenadreßeingang 

7T D0 — Datenausgeng 
s Eingang Schreiben 
9 Uggg Bezugspotential 
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Bild 2: Gehäuseabmessungen 

Kursbeschreibung 

- lkmi.ndnmutimmmfi:1il.t 

= CMOS-Technologie, Ung = 5 Y 

= Zykluszeit Lesen: tpn = 500 ns 

= Zyklusseit Schreiben: tyo = 500 no 

D
'
I
'
P
"
"
*
9
fl
 

D 
a
 

-
 

O
V
D
=
-
 

€ ( 

a
 

Freigabesignal (Chip enable) 
Dateneingang 
Spaltenadreßeingang 

Spaltenadreßeingang 

Spaltenadreßeingang 

Zeilenadreßeingang 

Zeilenadreßeingang 

Zeilenadreßeingang 

Betriebsspannung 

- gstatische Betriebsweise, daher kein Auffrischen der Information 

= tristate-Ausgang 

= getrennter Datenein- und -ausgang 

— Serstörungsfreies Lesen 

= einfache Kapazitätserweiterung durch Chipauswahleingang 

—— 

Betriebsart Eingänge Ausgang 

LA L DI D 

Standby 1 x * o 
Lesen 0 1 x O oder 1 
Schreiben © o [ o s 

Schreiben 1 0 o 4 D 

Tabelle 1: Wahrheitstabelle KR537 RU 2 A
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Beschreibung 

Der KR537 RU 2 A ist ein statischer RAM in CMOS-Technologie in der Organisation 4096 x 1 bit. 
Der KR537 2 A befindet sich in einem 18poligen DIL-Plastgehäuse mit 2,5 mm Raster und 

10 mm Reihenabstand, Den inneren Aufbau des Schaltkreises enthält das Blockschaltbild 

(B114 3). 
Über die Adresseneingänge A 0 ... A 5 wird über den Zeilendekoder und über die Adremsenein- 
gänge A 6 ... A 11 über den Spaltendekoder der Speicherplatz in der Speichermatrix angewählt. 

Der KR537 RU 2 A besitzt einen L-aktiven Steuereingang für die Chipaktivierung UE und einen 

I-aktiven Steuereingang WE für Einschreiben in den RAM, 
Über die Steuereingänge werden in Verbindung mit dem Dateneingang DI die 4 Betriebsarten 

des RAM eingestellt, Die Datenausgabe erfolgt über die Informationsausgabeeinheit an DO, 

In die Betriebsart "Ruhezustand" wird der Schaltkreis über die Chipaktivierung UE = H ge- 
schaltet, Unabhängig von der Belegung des Dateneinganges DI ist der Datenausgang in diesem 

Zustand hochohmig. 
Aktiviert wird der Schaltkreis, indem die Chipaktivierung OE = Uyy, wird. 
Über den zweiten Steuereingang WE wird für WE = U,g der Schaltkreis in die Betriebsart 
"Lesen" geschaltet. Unabhängig von der Belegung des Dateneinganges DI wird die auf der an- 

gewkählten Adresse abgespeicherte Information ausgegeben umnd erscheint am Datenausgang DO. 

In die Betriebsart "Schreiben" wird der Schaltkreis bei aktiviertem Schaltkreis (T = Vr} 
durch den Steuereingang TE VL geschaltet. In Abhängigkeit von der Belegung des Daten- 

einganges DI wird auf die ausgewählte Adresse 0 oder ] geschrieben, 
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Bild 3: Blockschaltbild



erte 

Kennwert Kurzzeichen min. maI. Einheit 

Betriebsspannung Vog -0,3 6 Y 

Eingangsspannung Vr -0,3 Vog + 9,3 T 

Ausgangsstrom 19 10 [ 

Lastkapazität C 1000 » 

AStatiusche Kennwerte 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min. mez, Einheit 
zeichen 

Betriebsspannung Vog 4,5 5,5 T 

Bingangsspannung H Urg 3,6 |Uog +.9,3 Y 

Eingangaspannung L Urr =0,3 11° Y 

Ausgangsspannung L VoL IoL * 1,6 mA 0,4 Y 

Ausgangsspannung H VoH =Ioy - 1,2 m 2,4 Y 

Eingangssperratrom In 10 ,nl 

Ausgangasperratrom 110 10 ,n-l 

fl{mj..uhe Betriebs- IGUH £ = 1 MHx 10 LA 
stromaufnahme 

Ruhestromaufnahne Icos "0(! =5V 50 ‚u.l 

Zynamische Kennwerte 

Kennwert kl.\!‘l- Meßbedingungen min. MAX. Einheit 
‚aichen 

Zykluszeit Schreiben tac 500 na 

Zykluszeit Lesen %p 500 ns 
OE-Ein-Zeit or 350 ns 
Dauer des Schreibaign. | typ $ tog + 20 n 
Adressenvorhaltezeit ıc 20 ns 

Schreibsignal-Vorhalte-| t; O |tıc - 20 ns 
zeit gegenüber Adremse | "9* C 

TE-Pause s toc 150 ns 
UE-Zugriffazeit to0 350 ET 

Adressenzugriffazeit tmc tm + t'„ ET 

Ausgangsabschaltzeit ‘0?! 35 n 

Eingangakapazität C ö Da = 25° 8 »r 
Ausgengskapazität o Da = 25 ° 14 ar 

Die Messung der dynamischen Kennwerte erfolgt bei einer TIL-last, °I« = 50 pF und einem Pagel 

von 0,5 * \'lm.
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Bild 8: m. nualmfi-n der Zugriffazeit 
Tiebsspannung Ung 

KR 537 RU 2A 
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Bild 5: Yyp. Ahhlnu1;k-1e der H-A 
apannung Un vom Lastatrom £; 

Bild 7: Typ. Abhängigkeit des Ruhestromes Ico 
von der Temperatur 

Y=25% 

1= 000 45V 

2-'l.lcfl-5.‚5'i'



1=- Ug - 45 VW 
2 - Ug0=50V 
3 Ug - H5 V 

Da = 25 °% 

#0°C] 
0 2550 751 

Bild 9ı Typ. Abhängigkeit der Zugriffs- Bild j0: Zyp. Abhängigkeit der Zugriffs- 
:’.it *o von der Temperatur n£t tco von der Lastkapazität CL 

—— 5 
\I< X 

Uag- Uır 508 — 7 

VCE 

Uwe 

„ DB 
Alle Zeitintervalle der Eingangssignale werden bezogen auf den Pegel von o‚$' 

gemessen. Das Ausgangssignal wird bezogen auf die Pegel uoI. £ 0,4 V baw, '"uu z 2,7V 

gemesnen, Rı - Ausgangewiderstand 

Bild 11: Impulsdiagramm Schreibzyklus 
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Alle Zeitintervalle der Eingegssignale werden bezogen auf den Pegel 0,5 

gemessen. Das Ausgangasignal wird bezogen auf die Pegel Ug, © 0,4 V bzw. 
tlml X 2,7 V gemessen. 

Roa- Ausgangswiederstand 

Bild 12: Impulsdiagramm Lesezyklus



Jiteratur 

m/ . Uslovia postavki integralnych mikroschem tipa ER 537 RU 2 A 09/85 

(Iieferbedingungen zum integrierten Schaltkreis KR 537 RU 2 A 09/85) 

/ Etiketka KER 537 RU 2 A 

. (Kurzdatenblatt ER 537 RU 2 A) 

1 Intergralnye mikroschemy (zifrowye) 

Integrated circuite (digital), SU 

{Integrierte Schaltkreise, didigtal, Katalog 80) 

L Katalog integralnych mikroschem 

(Katalog integrierte Schaltkreise) 
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